Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre-
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im LW- und MW-Bereich bei Um-
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Masse = 08 g

Zul@ssige Hochstwerte
far @4 = 45°C
-Ucso = 25V
-Ueso = 0,5V
-Ucer = 15V
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Wirmewiderstand Rin = 0,6 mW

Min | Typ | Max ‘ MeBbedingungen
Reststrdme
-Ilceo 4 pA ! 7,5 pA Uce = 6V
siceo | ' 100 pA | -Uce = 25 V
-lces 20 pA -Uce = 6V
-ICER | 20 pA 00 pA | -Uce = 6V, Ree = 30 kQ
-lEBO 100 pA | -Ues =05V
Ubergangsirequenz
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-Uce =6 V, -Ilc = 0,5 mA




i Min Tyo Maox MeBbedingungen
Vierpolwerte in Emitterschaltung
diie | 1mS
Cife , | 100 pF | 150 pF
g12e | I
C12e | 5 pF -Uce=6V, -lc = 05 mA, f =2 MHz
y21e 1M0mS 17T mS
g2ze 20 uS
C22e¢ 5 pF ‘ 15 pF
Gleichstromverstdrkung
B 20 | | “UcE = 6 V, -lc = 1 mA
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 120
* nur fiir Ersatzbedarf verwenden
Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr- 5000

schichttemperatur
- === Grenzwert
Mittelwert

} 1000
§¥ 500
& p
o
" 100
50
20 3 .35 KBS EE AR S

W ()~



Mittlere Kennlinien fir #3 = 25°C
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